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Дополнительное образование 
Московский Институт Стали и Сплавов; 

направление: электроника и микроэлектроника; 

специализация: процессы микро- и нанотехнологии 
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процессе ИЛТ и РИЛТ, исследование вторичной 

электронной эмиссии 
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and electronic physics, Vol. 8 No 2, 02044(3pp) (2016) 
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2019. 
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Diamond Membranes // Journal of Russian Laser 

Research, Volume 41, Namber 3, 2020, pp 321-326. 

7. Efimov A.S., Temnov A.M., Korolkova D.D., Zaycev 

A.A., Dudinov K.V., Rudina A.D., Kurochka A.S., 

Emelianov A.M., Ranzhin Y.S. Flip-Chip Integration of 

III-V Chips on Wafer for mmW Applications // 2022. 8th 

All-Russian Microwave Conference (RMC), IEEE 2022 

38. pp 220-222. 
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Значимые патенты 1. Способ изготовления омических контактов мощных 

электронных приборов. Патент на изобретение 2756579 

С1. Дата публикации: 01.10.2021. Заявка № 2020141595 

от 16.12.2020. 

2. Мощный полевой транзистор СВЧ на 

полупроводниковой гетероструктуре на основе нитрида 

галлия. Номер патента: RU 2782307 C1. Дата 

публикации: 25.10.2022 Номер заявки: 2021139166 от 

28.12.2021. 

3. Способ изготовления мощного полевого транзистора 

СВЧ на полупроводниковой гетероструктуре на основе 

нитрида галлия. Патент на изобретение  RU 2787550 C1. 

Дата публикации: 10.01.2023. Заявка № 2022110907 от 

21.04.2022. 
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C1. Дата публикации: 12.07.2023. Заявка № 2022135340 
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«Элионная технология в микро- и наноиндустрии», 

«Высоковакуумное оборудование», «Технология 
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